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Forstirkning i en transistorkrets (BJT)
Utga ifran ett enkelt transistorsteg. npn (figl).
Ingangssidan (KVL).

VBB + uin(t) =Ry iB(t) + UBE(t)

_ VeB +uin(t)  uBg(t)
Ry Ry

in(t)
Utgangssidan (KVL).
E=R;i.(t)+ucg(t)
Ingangskarakteristik (fig2).
Lat uin(t) = 4 sin wt.
Utgangskarakteristik (fig3).

Transistorns tillstand (i utganskarakteristiken) (fig4).

Ingangs- och utgangskarakteristiken for en pnp-transistor liknar npn-fallet, men byt tecken pa
alla strommar och spénningar.

Transistorns smasignalschema beskriver sma signalvariationer runt ett jamviktslige
(arbetspunkt). (“Linjérisering runt arbetspunkten”). Oberoende av transistortyp (npn, pnp).

h-parameterschemat (figh).

ic 1y - o1 + Uce hao

hi1 his b _ Upe
ha1 hao Uce e

h star for hybrid. Parametrar har olika enheter.

{Ube = ip-hin +uce b2

Augg
hi1=hie= N
B ucg=Xkonstant
(figb)
Augg
h12 = h’r‘e = A
UCE ip=konstant

Detta var aterkopplingsfaktorn. (fig7). Férsummas ofta. h,.=0.

uce=Kkonstant
Stromforstarkning (smasignal). (fig8).
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Utadmittans (forsummas ofta). Kallas dven early effect. Basviddsmodulation. Effektiv basvidd
minskar d& ucg Okar.

Alternativ smasignalmodell. Forenklad hybrid-m modell (“laga” frekvenser). {fig9).
Fran transistorns ingangskarakteristik

YBE
te=15e T

uBgE = UBE + Upe

Vi har “sm&” signalvariationer runt arbetstemperaturen
upe K Vp  (~25mV)
Serieutveckla, férsumma hogre ordningens termer.

Upe
Vi

ic=1Ic <1+‘$T> =Ilo+1c-
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(se m-schema).

Inimpedans, allmént (figl0).
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Vidare (figl1)
gm'ube:gm'ib'rﬂ':ib'gmrﬂ':ib'h&l

Jamfor med h-parameterschemat: ho1 = gy - 7 = hfe.

Samma smasignalmodell fér npn och pnp men g,, = el



